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Mody sprzężone B=0T (przypomnienie)Mody sprzężone B=0T (przypomnienie)
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Wpływ pola magnetycznego na plazmę Wpływ pola magnetycznego na plazmę ––

nowe charakterystyczne wzbudzanienowe charakterystyczne wzbudzanie
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Grenoble...



Grenoble High
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Magnes od spodu...



Pompy wodne...Pompy wodne...

GHMFL



GHMFL

Zasilanie elektryczneZasilanie elektryczne



GHMFL

Pomiary optyczne

w polu magnetycznym
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Szczegóły eksperymentalneSzczegóły eksperymentalne
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System światłowodowySystem światłowodowy
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Wzbudzenia podłużne w polu magnetycznym  Wzbudzenia podłużne w polu magnetycznym  
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Mody mieszane!Mody mieszane!

PodłużnoPodłużno –– poprzeczne wzbudzenia poprzeczne wzbudzenia 

(patrz poprzedni wykład (patrz poprzedni wykład –– konfiguracja konfiguracja VoigtaVoigta))
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Nieelastyczne rozpraszanie na plazmie

Odpowiedź plazmy

Równania Maxwella Tensor przewodnictwa

P. M. P. M. PlatzmanPlatzman and P. A. Wolff, Waves and Interactions in Solid State and P. A. Wolff, Waves and Interactions in Solid State 

Plasmas, Academic Press, New York, 1973Plasmas, Academic Press, New York, 1973
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Próbki z dużą koncentracją elektronówPróbki z dużą koncentracją elektronów



Konfiguracja Konfiguracja FaradayFaradayaa
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Konfiguracja 45Konfiguracja 45oo
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Konfiguracja Voigta
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Mody Bernsteina…
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P. M. P. M. PlatzmanPlatzman and P. A. Wolff, Waves and Interactions in Solid State Plasmas,and P. A. Wolff, Waves and Interactions in Solid State Plasmas, 19731973

Pole magnetyczne kreuje nowe wzbudzenia!Pole magnetyczne kreuje nowe wzbudzenia!
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Mody Bersteina – niższa koncentracja 
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Intermediate electron concentrationIntermediate electron concentration
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Mody poprzeczne Mody poprzeczne –– indukowane indukowane 

nieporządkiemnieporządkiem
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Niska koncentracja, niska temperatura –

łamanie reguł wyboru
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PlazmonyPlazmony w studniach kwantowychw studniach kwantowych

V. E. V. E. KirpichevKirpichev et al. et al. PhysPhys. . RevRev. B . B 5959, R 12751 (1999), R 12751 (1999)

Pobudzanie rezonansowe Pobudzanie rezonansowe CDE CDE –– charge charge densitydensity excitationsexcitations

SDE SDE –– spin spin densitydensity excitationsexcitations



Rozszczepienie proporcjonalne do wektora falowego Rozszczepienie proporcjonalne do wektora falowego qq

V. E. V. E. KirpichevKirpichev et al. et al. PhysPhys. . RevRev. B . B 5959, R 12751 (1999), R 12751 (1999)



Oddziaływanie Oddziaływanie rezonasurezonasu

cyklotronowego z fononem LOcyklotronowego z fononem LO

Temat kontrowersji… Temat kontrowersji… 




